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(54) Title: PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR SUBSTRATES WITH BURIED LAYERS BY JOINING (BONDING) SEMI- 
CONDUCTOR WAFERS 



(54) Bezeichnung: HERSTELLUNG VON HALBLEITERSUBSTRATEN MIT VERGRABENEN SCHICHTEN DURCH VER- 
BINDEN VON HALBLEITERSCHEIBEN (BONDEN) 




(57) Abstract: The invention relates to a method for producing semiconductor substrates by bonding. The aim of said method is 
to reduce the non-usable edge region (5) on the bonded wafer component and to improve the edge geometry (7, K) of the wafer 
composite. This is achieved by a method for joining two semiconductor wafers (1, 10) using a semiconductor wafer bonding process 
(1, 4, 10). The surfaces of the two semiconductor wafers (1, 10) that are to be bonded are provided with a border or edge geometry 
Jj> (7) that has a special short front-end facet (3a, 3b, L2). After the bonding process, one (1) of the two wafers is ablated, to obtain an 
edge region (7, K) that is as devoid as possible of defects and a usable wafer surface that is as large as possible. 



(57) Zusammenfassung: Ein Verfahren zur Herstellung von Halbleitersubstraten durch ein Bonden soli so gestaltet werden, dass 

sich das nicht nutzbare Randgebiet (5) auf der gebondeten Bauelementscheibe verringert und die Randgeometrie (7,K) des Schei- 
O benverbands verbessert wird. Erreicht wird das mit einem Verfahren zum Verbinden von zwei Halbleiterscheiben (1,10) mittels eines 
^ Semiconductor Wafer Bonding (1,4,10). Die zwei zu bondenden Halbleiterscheiben (1,10) werden an zu bondenden Oberflachen 

mit einerRand- oder Kantengeometrie (7) mit speziell kurzer Vorderseitenfacette (3a,3b,L2) versehen. Nach dem Bonden und nach 
^ einem ZurlickdUnnen dereinen (1) der beiden Scheiben wird ein mSglichst defektfreier Randbereich (7,K) und eine mSglichst groBe 

nutzbare Scheibenoberflache erhalten. 
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